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Slovni hodnoceni:

Uvodem piipomenu, Ze moje hodnoceni se tyka prevazné té ¢asti diplomové prace, ktera se vénuje
navrhu — praktické realizaci a méfeni vykonového zesilovate v pasmu L. V teoretické ¢asti praci jsem
nasel nekolik nepfesnych formulaci, ale ty vzhledem k hlubokému zabéru a finalnimu vysledku tohoto
pomérné sloZitého projektu a k pozoruhodnému diplomantovu ,tahu na branu® nepovazuji za prilis
podstatné. Domnivam se, Ze diplomant svymi dovednostmi nabytymi v praxi nékde lehce predbéhl
potfebnou teoretickou vybavu, ktera je ovéem relativné sloZita a moderni simulatory jeji exaktni
znalost nevyzaduiji.

Svym pfistupem k navrhu vykonového zesilovace v pasmu L Be. Galajda prokazal vyborné schopnosti
v praci se simulacnimi programy, a to i v jejich ,nejcitlivéjsi* oblasti — pfi interpretaci jejich vysledka.
Rozdil mezi dosazenymi parametry a zadanymi pozadavky byl z vétsi ¢asti zplsoben samotnym
zadanim; jak se v pribéhu vyvoje zesilovace ukazalo, nékteré mnou zadané pozadavky na parametry
zesilovale byly téZko spinitelné efektivni realizaci zesilovacde, coZ jsem ale ¢asteéné ocekaval:
dlvodem a cilem takto formulovaného zadani byl navrh obvodu, ktery vyuziva moznosti moderniho

SiC GaN tranzistoru se zapocitanim nékolika fyzikalné danych kompromisl co nejlépe.

Diplomant se vyborné zhostil i navrhu DPS, v&etné jejich doosazeni, oZiveni a nakonec i celkovych
pomérné naro€nych méfeni.

Dovoluji si tedy obodovat diplomantovu praci takto: 85 bodl za teoretickou ¢ast, 100 bodl za navrh a
realizaci,100 bodl za oziveni, méfeni a interpretaci namérenych vysledkl, pramér 95 bodu.

Otazky k obhajobé:

Uvedte hlavni dlvody, pro€ jsou vykonové GaN tranzistory (GaN on SiC a GaN on Si) perspektivnimi
soucastkami. Pfipomenite nékteré konkrétni aspekty prace s nimi, napriklad navrh obvodu nastaveni

pracovniho bodu.
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